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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體元件的製造方法，包括：
在一基板的一第一表面上形成一應力補償薄膜；以及

在該基板的一第二表面上形成一遮罩堆疊，其中該第一表面與該第二表面相對，

其中該遮罩堆疊和該應力補償薄膜皆對該基板施加壓縮應力或皆對該基板施加拉伸應

力，其中該應力補償薄膜包括選自由矽氧化物、氮化矽、氮矽氧化物、矽硼和碳組成的

一群組中的至少一材料。

2.　如請求項 1所述的方法，其中在該基板的該第一表面上形成該應力補償薄膜包括：
透過一擴散製程形成該應力補償薄膜，

其中一虛設薄膜在該遮罩堆疊下方且在該基板的該第二表面上與該應力補償薄膜同時形

成，

其中該虛設薄膜具有與該應力補償薄膜的相同材料。

3.　如請求項 1所述的方法，其中在該基板的該第一表面上形成該應力補償薄膜包括：
使用正矽酸四乙酯（tetraethyl orthosilicate，TEOS）作為一前驅物在該基板的該第一表面
上沉積一 TEOS氧化層作為該應力補償薄膜。

4.　如請求項 1所述的方法，其中該遮罩堆疊和該應力補償薄膜皆對該基板施加該壓縮應
力，

其中該遮罩堆疊包括選自由碳和非晶矽組成的一群組中的至少一種材料。

5.　如請求項 1所述的方法，其中該遮罩堆疊和該應力補償薄膜皆對該基板施加該壓縮應
力，其中在該基板的該第二表面上形成該遮罩堆疊包括：

在該基板的該第二表面上形成一第一雙層結構，其中該第一雙層結構包括一第一矽氧化

層和在該第一矽氧化層上的一氮化矽層；

在該第一雙層結構上形成一第一碳質硬遮罩；

在該第一碳質硬遮罩上形成一第二雙層結構，其中該第二雙層結構包括一非晶矽層和在

該非晶矽層上的一第二矽氧化層；以及
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在該第二雙層結構上形成具有交替的抗反射塗層（anti-reflecting coating，ARC）硬遮罩
和第二碳質硬遮罩的一第一子遮罩堆疊。

6.　如請求項 5所述的方法，進一步包括：
蝕刻該第一子遮罩堆疊；以及

使用該第一子遮罩堆疊作為一光罩來蝕刻該第二雙層結構，使得該第二雙層結構形成彼

此平行的複數個鰭片。

7.　如請求項 6所述的方法，進一步包括：
在該第二雙層結構上形成具有交替的該抗反射塗層硬遮罩和該第二碳質硬遮罩的一第二

子遮罩堆疊；

蝕刻該第二子遮罩堆疊；

使用該第二子遮罩堆疊作為一光罩來蝕刻該第二雙層結構，以在該複數個鰭片的奇數列

上形成複數個第一切割區域；

在該第二雙層結構上形成具有交替的該抗反射塗層硬遮罩和該第二碳質硬遮罩的一第三

子遮罩堆疊；

蝕刻該第三子遮罩堆疊；以及

使用該第三子遮罩堆疊作為一光罩來蝕刻該第二雙層結構，以在該複數個鰭片的偶數列

上形成複數個第二切割區域。

8.　如請求項 1所述的方法，其中該遮罩堆疊和該應力補償薄膜皆對該基板施加該拉伸應
力，

其中該遮罩堆疊包括矽硼。

9.　如請求項 1所述的方法，其中該遮罩堆疊和該應力補償薄膜皆對該基板施加該拉伸應
力，其中在該基板的該第二表面上形成該遮罩堆疊包括：

在該基板的該第二表面上形成一矽硼層；

在該矽硼層上形成一 TEOS氧化層；
在該 TEOS氧化層上形成一碳質硬遮罩；以及
在該碳質硬遮罩上形成一抗反射塗層硬遮罩。

圖式簡單說明

參閱實施方式與申請專利範圍合併考量圖式時，可得以更全面了解本申請案之揭示內

容，圖式中相同的元件符號係指相同的元件。

圖 1A為示意圖，例示一比較實施例的半導體元件的剖面圖。
圖 1B為示意圖，例示另一比較實施例的半導體元件的剖面圖。
圖 2為流程圖，例示本揭露一些實施例的半導體元件的製造方法。
圖 3至圖 4為示意圖，例示本揭露一些實施例在方法的步驟 S101中在基板的背面形成應力補
償薄膜的中間階段的剖面圖。

圖 5至圖 7為示意圖，例示本揭露一些實施例在方法的步驟 S103中在基板上方形成遮罩堆疊
的中間階段的剖面圖。

圖 8至圖 16為示意圖，例示本揭露一些實施例在方法的步驟 S105中對第二雙層結構執行多
重圖案化的中間階段的剖面圖。

圖 17為示意圖，例示本揭露一些實施例在形成主動區域的陣列之後半導體元件的頂視圖。
圖 18和圖 19為示意圖，例示本揭露一些實施例在基板上方形成應力補償薄膜和光罩堆疊的
中間階段的剖面圖。
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